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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、高周波アナログ CMOS 回路設計の高精度化に関する研究の成果をまとめたものであり、６章から構成
されている。 
 第１章では本論文の導入として、研究の背景と目的を述べた。 
 第２章では完全空乏型 SOI（Silicon-On-Insulator）MOSFET の小信号モデルについて述べた。従来のモデルでは
高周波で影響を及ぼす NQS 効果や寄生成分の影響が十分に考慮されていないため、動作周波数が 1 GHz を超えると















Inductive Source Degeneration LNA（Low noise amplifier）を 0.15μm FD-SOI CMOS プロセスで試作し、評価
を行った。測定値とモデルから計算した S-パラメータと雑音指数を比較した結果、従来の BSIM3 モデルより小信号、
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べ、提案回路では素子特性のばらつきを考慮しても保証できる周波数範囲が 900 MHz から 1010 MHz に約 12％改善
されることをシミュレーションにより確認した。 
 第６章では、本論文で取り上げる各研究での成果についてまとめた。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、高周波アナログ CMOS 回路設計の高精度化に関する研究の成果をまとめたもので、回路設計に必要な
時間とコストを低減するための高周波用 FD-SOI MOSFET モデルとデバイス特性のバラツキを補償する新しい回路
を提案している。その主要な成果は次の通りである。 
⑴ 完全空乏型 SOI（Silicon-On-Insulator）MOSFET を高周波で動作させる場合、低周波動作では問題にならなか
った容量や抵抗などの寄生成分が回路特性に大きな影響を及ぼす。このため、高周波アナログ CMOS 回路の設
計に先立ち、これらの影響を組み込んだ等価 MOSFET モデルとそのモデルパラメータの抽出が重要となる。本






可能な MOSFET 雑音モデルを提案している。また、測定値に含まれる寄生成分と NQS 効果による影響を除去
し、提案した小信号パラメータから真性雑音パラメータを導出する手法を提案している。以上の結果、回路の小
信号応答に影響せず高周波雑音の特性を正確に解析できる新しい雑音モデルであることを実証している。 
⑶ 提案した小信号モデル、雑音モデルの実効性を検証するために２段構成の Inductive Source Degeneration LNA
（Low noise amplifier）を 0.15μm FD-SOI CMOS プロセスで試作し、評価している。試作した回路の測定値







 以上のように、本論文は SOI-MOSFET の高周波モデルと素子特性のバラツキを補償する回路を提案しており、
SOI-MOSFET を用いた高周波回路設計の高精度化に大きく貢献している。よって本論文は博士論文として価値ある
ものと認める。 
